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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Ansteuerung eines selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung (100) zur An-
steuerung eines selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeld-
effekttransistors (V1) umfasst einen Steuersignaleingang
(110), einen Steuersignalausgang (120) zur Verbindung mit
einer Gate-Elektrode (V1G) des Endstufenfeldeffekttransis-
tors (V1), einen ersten Knotenpunkt (N1), der an den Steuer-
signalausgang (120) angeschlossen ist, einen zweiten Kno-
tenpunkt (N2), und einen ersten Transistor (V4). Eine Sour-
ce-Elektrode (V4S) des ersten Transistors (V4) ist an den
ersten Knotenpunkt (N1), eine Gate-Elektrode (V4G) des
ersten Transistors (V4) ist an den zweiten Knotenpunkt (N2)
angeschlossen und eine Drain-Elektrode (V4D) des ersten
Transistors (V4) ist entweder mit der Source-Elektrode des
Endstufenfeldeffekttransistors (V1) verbunden, oder an ei-
ne Versorgungsspannung (+Vdd) angeschlossen. Ein Wi-
derstand (R1) ist mit einem Ende an den zweiten Knoten-
punkt (N2) angeschlossen. Die Vorrichtung (100) ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Widerstand (R1) mit dem anderen
Ende an den ersten Knotenpunkt (N1) angeschlossen ist.
Mithilfe des ersten Transistors (V4) lässt sich so bewirken,
dass am Steuersignalausgang die Versorgungsspannung
(Vdd), anliegt wenn am Steuersignaleingang (110) ein Low-
Level Signal anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur Ansteuerung eines selbstleitenden n-Ka-
nal Endstufenfeldeffekttransistors sowie eine Vorrich-
tung zur elektronischen Verstärkung einer Wechsel-
spannung in Gegentaktschaltung.

[0002] Selbstleitende n-Kanal Endstufenfeldeffekt-
transistoren, im Folgenden kurz: Endstufentransistor,
finden als Leistungstransistoren beispielsweise An-
wendung in spannungsgeschalteten Klasse-S Mikro-
wellen-Leistungsverstärkern und werden über Trei-
ber angesteuert.

[0003] Ein Treiber kann als eine Vorrichtung aus-
gebildet sein, die einen Steuersignaleingang, ei-
nen Steuersignalausgang zur Verbindung mit ei-
ner Gate-Elektrode des Endstufenfeldeffekttransis-
tors, eine negative Spannungsquelle und eine po-
sitive Spannungsquelle umfasst. Eine Source-Elek-
trode eines Transistors ist mit dem ersten Knoten-
punkt, eine Gate-Elektrode des Treibertransistors ist
mit dem zweiten Knotenpunkt elektrisch angeschlos-
sen, im Folgenden kurz: angeschlossen, und eine
Drain-Elektrode des Treibertransistors ist mit der po-
sitiven Spannungsquelle angeschlossen. Ein Wider-
stand ist mit einem Ende an den zweiten Knotenpunkt
angeschlossen. Das andere Ende des Widerstands
ist an die positive Spannungsquelle angeschlossen.

[0004] Bei Verwendung des Treibertransistors in ei-
nem Treiber, der einen als High-Side-Endstufentran-
sistor ansteuert, kann eine Spannung an der Source-
Elektrode des Treibertransistors mit einer Ausgangs-
spannung mitschwingen.

[0005] Um den Treibertransistor dann mittels ei-
ner negativen Spannung an der Gate-Elektrode des
Endstufentransistors zuverlässig sperren zu können,
muss die Spannung zwischen der Gate- und Source-
Elektrode des Treibertransistors ausreichend negativ
sein. In diesem Zustand liegt über dem Widerstand
eine hohe Spannung an, und dies führt zu einem Leis-
tungsverlust im Treiber. Daher ist US 4,238,737 mit
der Ausbalancierung von Push-Pull-Verstärkern be-
fasst.

Erfindung

[0006] Erfindungsgemäß wird eine Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1 zur Ansteuerung eines selbstlei-
tenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors vorge-
stellt. Weiterhin wird eine Vorrichtung gemäß An-
spruch 6 zur elektronischen Verstärkung einer Wech-
selspannung in Gegentaktschaltung vorgestellt.

[0007] Die Vorrichtung umfasst einen Steuersignal-
eingang, einen Steuersignalausgang zur Verbindung
mit einer Gate-Elektrode des Endstufenfeldeffekt-

transistors, einen ersten Knotenpunkt, der an den
Steuersignalausgang angeschlossen ist, einen zwei-
ten Knotenpunkt, und einen ersten Treibertransistor.
Eine Source-Elektrode des ersten Treibertransistors
ist an den ersten Knotenpunkt, eine Gate-Elektro-
de des ersten Treibertransistors ist an den zweiten
Knotenpunkt angeschlossen und eine Drain-Elektro-
de des ersten Treibertransistors ist mit einer Versor-
gungsspannung angeschlossen oder verbindbar. Ein
Widerstand ist mit einem Ende an den zweiten Kno-
tenpunkt angeschlossen. Die Vorrichtung ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Widerstand mit dem ande-
ren Ende an den ersten Knotenpunkt angeschlossen
ist.

[0008] Mithilfe des ersten Treibertransistors lässt
sich so bewirken, dass am Steuersignalausgang die
Versorgungsspannung anliegt wenn am Steuersi-
gnaleingang ein Low-Level Signal anliegt.

[0009] Durch Anlegen einer negativen Spannung
an den zweiten Knotenpunkt gegenüber dem ers-
ten Knotenpunkt wird der erste Treibertransistor ge-
sperrt. Da der Widerstand mit dem anderen Ende
an den ersten Knotenpunkt angeschlossen ist, ist
der Spannungsabfall über dem Widerstand und damit
die Verlustleistung des Treibers, durch die Spannung
am Steuersignalausgang bestimmt. Diese ist, zumin-
dest wenn der erste Treibertransistor sperrt, geringer
als die Spannung der positiven Spannungsquelle, so
dass der Treiber im Schnitt eine geringere Verlust-
leistung hat.

[0010] Die Vorrichtung umfasst eine erste negati-
ve Spannungs-quelle, die eine erste Spannung zur
Verfügung stellt, und einen zweiten Treibertransistor.
Eine Source-Elektrode des zweiten Treibertransis-
tors ist an die erste negative Spannungsquelle ange-
schlossen, eine Gate-Elektrode des zweiten Treiber-
transistors ist an den Signaleingang angeschlossen
und eine Drain-Elektrode des zweiten Treiber-tran-
sistors ist an den ersten Knotenpunkt angeschlossen.

[0011] Die Spannung der negativen Spannungs-
quelle bestimmt dann die Spannung am Steuersi-
gnalausgang, wenn der erste Treibertransistor sperrt
und der zweite Treibertransistor leitet.

[0012] Die Vorrichtung kann auch eine zweite nega-
tive Spannungsquelle und einen dritten Treibertran-
sistor umfassen. Dabei kann eine Source-Elektrode
des dritten Treibertransistors mit der zweiten negati-
ven Spannungsquelle, die eine zweite Spannung be-
reitstellt, angeschlossen sein. Eine Drain-Elektrode
des dritten Transistors kann an den zweiten Knoten-
punkt angeschlossen sein.

[0013] Mithilfe des dritten Treibertransistors lässt
sich bewirken, dass der erste Treibertransistor zu-
verlässig sperrt, wenn am Signaleingang ein High-
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Level Signal anliegt. Mithilfe des Widerstandes lässt
sich bewirken, dass der erste Treibertransistor lei-
tet, wenn am Signaleingang ein Low-Level Signal
anliegt. Insbesondere können ein Widerstandswert
des Widerstandes und eine Spannungsdifferenz zwi-
schen der ersten negativen Spannung und der zwei-
ten negativen Spannung so gewählt werden, dass ein
Spannungsabfall über den Widerstand bewirkt, dass
der erste Transistor zuverlässig sperrt und eine Ver-
lustleistung am Widerstand möglichst gering ist.

[0014] Die Vorrichtung kann eine Gleichspannungs-
quelle umfassen. Eine Gate-Elektrode des dritten
Treibertransistors kann mit einer negativen Seite der
Gleichspannungsquelle angeschlossen und eine po-
sitive Seite der Gleichspannungsquelle kann an den
Steuersignaleingang angeschlossen sein.

[0015] So lässt sich mithilfe einer Gleichspannungs-
beaufschlagung auf das Gate des dritten Treiber-
transistors bewirken, dass der dritte Treibertransis-
tor zuverlässig die zweite negative Spannung auf den
zweiten Knoten schaltet, wenn am Signaleingang das
High-Level Signal anliegt.

[0016] Der erste Treibertransistor kann ein selbstlei-
tender Feldeffekttransistor sein.

[0017] Die weiterhin vorgestellte Vorrichtung um-
fasst mindestens einen selbstleitenden n-Kanal End-
stufenfeldeffekttransistor mit einer Source-Elektrode,
deren Potenzial mit einer Ausgangsspannung der
Vorrichtung mitschwingt, und einer Vorrichtung zur
Ansteuerung des selbstleitenden n-Kanal Endstufen-
feldeffekttransistors nach einem der vorangehenden
Ansprüche.

[0018] Die weiterhin vorgestellte Vorrichtung kann
eine fünfte Spannungsquelle umfassen, die eine po-
sitive Versorgungsspannung bereitstellt, wobei eine
Drain-Elektrode des selbstleitenden n-Kanal Endstu-
fentransistors an die fünfte Spannungsquelle ange-
schlossen sein kann und die Versorgungsspannung
um mindestens eine Größenordnung größer als eine
Spannungsdifferenz zwischen der ersten negativen
Spannung und der zweiten negativen Spannung sein
kann.

[0019] Ein integrierter Schaltkreis kann die weiterhin
vorgestellte Vorrichtung umfassen.

[0020] Die weiterhin vorgestellte Vorrichtung und/
oder der integrierte Schaltkreis kann in einem span-
nungsgeschalteten Klasse-S Mikrowellen-Leistungs-
verstärker verwendet werden.

[0021] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben und in der
Beschreibung beschrieben.

Figurenliste

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Ansteuerung ei-
nes Low-Side Treibertransistors nach Stand der
Technik, und

Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung zur Ansteuerung eines High-
Side Treibertransistors.

Ausführungsbeispiel

[0023] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Ansteuerung
eines selbstleitenden n-Kanal Low-Side Endstufen-
feldeffekttransistors V2 nach Stand der Technik.

[0024] Die Vorrichtung umfasst einen ersten Treiber-
transistor V7, einen Steuersignaleingang 110 und ei-
nen Steuersignalausgang 120. Der Steuersignalaus-
gang 120 ist an eine Gate-Elektrode des selbstlei-
tenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors V2 an-
geschlossen oder vorgerichtet, an eine solche Gate-
Elektrode angeschlossen zu werden. Die Drain-Elek-
trode des selbstleitenden n-Kanal Low-Side Endstu-
fenfeldeffekttransistors V2 ist an den Ausgang CT an-
geschlossen und die Source-Elektrode des selbstlei-
tenden n-Kanal Low-Side Endstufenfeldeffekttransis-
tors V2 ist mit Masse GND verbunden.

[0025] Der Steuersignalausgang 120 ist an einen
ersten Knotenpunkt N1 angeschlossen. Der erste
Knotenpunkt N1 ist an eine Source-Elektrode V7S
des ersten Treibertransistors V7 angeschlossen. Ei-
ne Drain-Elektrode V7D des ersten Treibertransistors
V7 ist an eine positive Spannungsquelle PS ange-
schlossen. Eine Gate-Elektrode V7G des ersten Trei-
bertransistors V7 ist mit einem zweiten Knotenpunkt
N2 angeschlossen. Der Steuersignaleingang 110 ist
an eine Gate-Elektrode V8G eines zweiten Treiber-
transistors V8 angeschlossen. Eine Drain-Elektrode
V8D des zweiten Treibertransistors V8 ist an den ers-
ten Knotenpunkt N1 angeschlossen. Der Steuersi-
gnaleingang 110 ist weiterhin an eine positive Seite
einer Gleichspannungsquelle GSQ angeschlossen.
Eine negative Seite der Gleichspannungsquelle GSQ
ist an eine Gate-Elektrode V6G eines dritten Treiber-
transistors V6 angeschlossen. Eine Drain-Elektrode
V6D des dritten Treibertransistors V6 ist an den zwei-
ten Knotenpunkt N2 angeschlossen.

[0026] Eine Source-Elektrode V8S des zweiten Trei-
bertransistors V8 ist an eine erste negative Span-
nungsquelle NS1, die eine erste negative Spannung
-Ve bereitstellt, angeschlossen. Eine Source-Elektro-
de V6S des dritten Treibertransistors V6 ist an ei-
ne zweite negative Spannungsquelle NS2, die eine
zweite negative Spannung -Vee bereitstellt, die ge-
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ringer als die erste negative Spannung -Ve ist, ange-
schlossen.

[0027] Zwischen der positiven Spannungsquelle PS
und dem zweiten Knotenpunkt N2 ist ein Widerstand
R2 angeordnet, der an die positive Spannungsquelle
PS und den zweiten Knotenpunkt N2 angeschlossen
ist.

[0028] Die zum Sperren von V7 und damit V2 benö-
tigte Verlustleistung ist dabei durch die Stromstärke
des Stroms bestimmt, der durch den Widerstand R2
fließt, der wiederum von abhängt:

P V Vee /R2Ver PS= -( )2

[0029] Da die Spannungsdifferenz VPS - Vee bei
Leistungsverstärkern um mindestens eine Größen-
ordnung kleiner ist, als die Versorgungsspannung
des Leistungsverstärkers +Vdd, ist die Verlustleis-
tung des Widerstandes PVer relativ gering.

[0030] Bei Verwendung als High-Side Treiber ist
das Drain von V2 an die Versorgungsspannung des
Leistungsverstärkers +Vdd angeschlossen, während
Source von V2 an CT angeschlossen ist. Für eine kor-
rekte Funktion des Treibers muss VPS mindestens so
hoch wie die Versorgungsspannung des Leistungs-
verstärkers +Vdd sein. Dadurch wird die Verlustleis-
tung von R2 erheblich größer.

[0031] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 100 zur Ansteue-
rung eines selbstleitenden n-Kanal High-Side End-
stufenfeldeffekttransistors V1 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, die unter anderem weni-
ger Verlustleistung hat.

[0032] Im Unterschied zu der Vorrichtung aus Fig. 1
ist hier die Source-Elektrode des selbstleitenden n-
Kanal High-Side Endstufenfeldeffekttransistors V1 an
den Ausgang CT angeschlossen die Drain-Elektro-
de des selbstleitenden n-Kanal High-Side Endstufen-
feldeffekttransistors V1 an eine positive Spannungs-
quelle +Vdd angeschlossen. Weiterhin ist der Wider-
stand R1 zwischen dem ersten und dem zweiten Kno-
tenpunkt N1, N2 angeordnet.

[0033] Die in Fig. 2 gezeigte Vorrichtung 100 um-
fasst einen ersten Treibertransistor V4, einen Steu-
ersignaleingang 110 und einen Steuersignalausgang
120. Der Steuersignalausgang 120 ist an eine Gate-
Elektrode V1G des selbstleitenden n-Kanal Endstu-
fenfeldeffekttransistors V1 angeschlossen oder vor-
gerichtet, an eine solche Gate-Elektrode V1G ange-
schlossen zu werden.

[0034] Der Steuersignalausgang 120 ist mit einem
ersten Knotenpunkt N1 angeschlossen. Der erste
Knotenpunkt N1 ist an eine Source-Elektrode V4S

des ersten Treibertransistors V4 angeschlossen. Ei-
ne Gate-Elektrode V4G des ersten Treibertransis-
tors V4 ist mit einem zweiten Knotenpunkt N2 an-
geschlossen. Der Steuersignaleingang 110 ist an ei-
ne Gate-Elektrode V5G eines zweiten Treibertran-
sistors V5 angeschlossen. Eine Drain-Elektrode V5D
des zweiten Treibertransistors V5 ist an den ersten
Knotenpunkt N1 angeschlossen. Der Steuersignal-
eingang 110 ist weiterhin an eine positive Seite ei-
ner Gleichspannungsquelle GSQ angeschlossen. Ei-
ne negative Seite der Gleichspannungsquelle GSQ
ist an eine Gate-Elektrode V3G eines dritten Treiber-
transistors V3 angeschlossen. Eine Drain-Elektrode
V3D des dritten Treibertransistors V3 ist an den zwei-
ten Knotenpunkt N2 angeschlossen.

[0035] Eine Source-Elektrode V5S des zweiten Trei-
bertransistors V5 ist an eine erste negative Span-
nungsquelle NS1, die eine erste negative Spannung
bereitstellt, angeschlossen. Eine Source-Elektrode
V3S des dritten Treibertransistors V3 ist an eine zwei-
te negativen Spannungsquelle NS2, die eine zweite
negative Spannung bereitstellt, die geringer als die
erste negative Spannung ist, angeschlossen.

[0036] Zwischen dem ersten und dem zweiten Kno-
tenpunkt N1, N2 ist ein Widerstand R1 angeordnet,
der an die Knotenpunkte N1, N2 angeschlossen ist.

[0037] Eine Drain-Elektrode V4D des ersten Treiber-
transistors V4 ist an eine positive Spannungsquelle,
oder an eine Source-Elektrode V1S des selbstleiten-
den n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors V1 ange-
schlossen oder hierfür verbindbar vorgerichtet.

[0038] In einer vorteilhaften beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der erste Transistor V4
ein selbstleitender Feldeffekttransistor.

[0039] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung stellt eine Vorrichtung zur elektronischen Ver-
stärkung einer Wechselspannung in Gegentaktschal-
tung dar. Die Vorrichtung umfasst mindestens ei-
nen selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttran-
sistor V1 an eine Source-Elektrode V1S deren Po-
tenzial an eine Ausgangsspannung der Vorrichtung
mitschwingt. Zur Ansteuerung des selbstleitenden n-
Kanal Endstufenfeldeffekttransistors V1 umfasst die
Vorrichtung die in Fig. 2 gezeigte Vorrichtung zur
Ansteuerung des selbstleitenden n-Kanal High-Side
Endstufenfeldeffekttransistors V1.

[0040] Die Versorgungsspannung +Vdd, mit der der
Endstufenfeldeffekttransistor V1 versorgt wird, ist da-
bei beispielsweise um mindestens eine Größenord-
nung größer als eine Spannungsdifferenz zwischen
der ersten negativen Spannung und der zweiten ne-
gativen Spannung.



DE 10 2017 108 828 B3    2018.07.05

5/8

[0041] Die Drain-Elektrode des ersten Treibertran-
sistors V4 kann an die Drain-Elektrode des selbstlei-
tenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors oder
an dessen Source-Elektrode angeschlossen sein.

[0042] In weiteren Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung sind die Vorrichtung zur elektronischen Verstär-
kung und/oder die Vorrichtung zur Ansteuerung eines
selbstleitenden n-Kanal High-Side Endstufenfeldef-
fekttransistors als integrierter Schaltkreis realisiert.

[0043] Schließlich werden in einem Anwendungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung die Vorrichtung
zur elektronischen Verstärkung und/oder die Vorrich-
tung zur Ansteuerung eines selbstleitenden n-Ka-
nal High-Side Endstufenfeldeffekttransistors in einem
spannungsgeschalteten Klasse-S Mikrowellen-Leis-
tungsverstärker verwendet.

[0044] In einem Ausführungsbeispiel betrifft die Er-
findung eine Vorrichtung zum verlustarmen Ansteu-
ern von Leistungs-Transistoren in elektronischen
Wechselspannungs-Verstärkerstufen in Gegentakt-
schaltung, wobei diese Verstärker mindestens ei-
nen selbstleitenden n-Kanal FET als Treibertransis-
tor aufweisen, dessen Source nicht auf konstantem
Potenzial liegt, sondern mit der Ausgangsspannung
des Verstärkers mitschwingt, was auch als floatendes
Potenzial bezeichnet wird.

[0045] Vorzugsweise kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung als „High-side-driver“ in spannungsge-
schalteten Klasse-S Mikrowellen-Leistungsverstär-
kern eingesetzt werden.

[0046] Die Funktion der erfindungsgemäßen Vor-
richtung bei Verwendung als „High-side-driver“ für ei-
nen spannungsgeschalteten Klasse-S Mikrowellen-
Leistungsverstärker wird im Folgenden anhand der
Fig. 2 beschrieben.

[0047] Der Endstufen-FET V1 wird vom High-side-
driver angesteuert, bestehend aus V3, V4, V5 und
R1. An der Source-Elektrode des Treibertransistors
(im Folgenden kurz: Transistor) V1 wird die Aus-
gangsspannung abgegriffen. Am Steuersignalaus-
gang 120 liegt die Steuerspannung des High-side-
drivers an, die an die Gate-Elektrode V5G ange-
legt wird. Die Steuerspannung wird zudem mit einem
DC Bias beaufschlagt und mit dem Aufschlag an die
Gate-Elektrode V3G des Transistors V3 angelegt.

[0048] Die im Folgenden genannten Spannungen
beziehen sich - soweit nicht anders beschrieben - auf
Masse oder das Potenzial der Source-Elektrode V2S

Fall I: V1 soll leitend sein

[0049] Ein niedriger Pegel wird an den Steuersignal-
eingang angelegt. Dies bewirkt, dass die Transisto-

ren V3 und V5 sperren. Daher kann kein Strom durch
den Widerstand R1 fließen, der notwendig wäre, den
selbstleitenden Transistor V4 des Ausführungsbei-
spiels zu sperren. Transistor V4 ist also leitend.

[0050] Da der Kanal von V4 (Drain-Source-Span-
nung) parallel zum Eingang (Gate-Source-Span-
nung) von V1 liegt, bewirkt Transistor V4, wenn
er leitend ist, dass die Spannungsdifferenz zwi-
schen Gate- und Source-Elektrode des selbstleiten-
den Transistors V1 Null ist. Transistor V1 ist dann
auch leitend.

Fall II: V1 soll sperren

[0051] Ein hoher Pegel wird an den Steuersignalein-
gang 110 angelegt. Dies bewirkt, dass die Transisto-
ren V3 und V5 leiten. Am Knotenpunkt N1 liegt dann
die Spannung -Ve an. Diese Spannung -Ve wird auch
an die Gate-Elektrode des Transistors V1 angelegt.
Am Knotenpunkt N2 liegt die Spannung -Vee an, die
niedriger als -Ve ist. Zwischen den Knotenpunkten N1
und N2 besteht also eine Spannungsdifferenz. Daher
fließt Strom durch den Widerstand R1, der notwen-
dig ist, den selbstleitenden Transistor V4 des Ausfüh-
rungsbeispiels zu sperren. Transistor V4 sperrt also.
Die Spannung an der Source-Elektrode V1S ist nie
negativ, während an der Gate-Elektrode V1G die ne-
gative Spannung -Ve anliegt, so dass zwischen Sour-
ce- und Gate-Elektrode ein Spannungsabfall vorliegt.
Dieser bewirkt, dass V1 sperrt.

[0052] Die zum Sperren benötigte Verlustleistung ist
dabei durch die Stromstärke des Stroms bestimmt,
der durch den Widerstand R1 fließt:

P −Ve Vee /R1Ver = -( )2

[0053] Insbesondere ist die Verlustleistung unab-
hängig von einer Versorgungspannung, mit der der
selbstleitende n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistor
V1 versorgt wird.

[0054] In weiteren beispielhaften Ausgestaltungen
der Erfindung ist der Treiber DC-gekoppelt und ent-
hält keine reaktiven Elemente. Dann arbeitet der Trei-
ber unabhängig von Trägerfrequenz und Tastverhält-
nis.

[0055] In einer noch weiteren beispielhaften Ausge-
staltung ist die Erfindung als integrierter Schaltkreis
realisiert.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung (100) zur Ansteuerung eines
selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeldeffekttransis-
tors (V1), umfassend:
einen Steuersignaleingang (110),
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einen Steuersignalausgang (120) zur Verbindung mit
einer Gate-Elektrode (V1G) des Endstufenfeldeffekt-
transistors (V1),
einen ersten Knotenpunkt (N1), der an den Steuersi-
gnalausgang (120) angeschlossen ist,
einen zweiten Knotenpunkt (N2),
einen ersten Transistor (V4),
wobei eine Source-Elektrode (V4S) des ersten Tran-
sistors (V4) an den ersten Knotenpunkt (N1) an-
geschlossen, eine Gate-Elektrode (V4G) des ersten
Transistors (V4) an den zweiten Knotenpunkt (N2)
angeschlossen und eine Drain-Elektrode (V4D) des
ersten Transistors (V4) mit einer Versorgungsspan-
nung angeschlossen oder verbindbar ist, und
einem Widerstand (R1), der mit einem Ende an den
zweiten Knotenpunkt (N2) angeschlossen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Widerstand (R1)
mit dem anderen Ende an den ersten Knotenpunkt
(N1) angeschlossen ist, weiterhin umfassend:
eine erste negative Spannungsquelle (NS1), die eine
erste Spannung zur Verfügung stellt, einen zweiten
Transistor (V5),
wobei eine Source-Elektrode (V5S) des zweiten
Transistors (V5) mit der ersten negativen Span-
nungsquelle angeschlossen, eine Gate-Elektrode
(V5G) des zweiten Transistors (V5) an den Steuer-
signaleingang (110) angeschlossen und eine Drain-
Elektrode (V5D) des zweiten Transistors (V5) an den
ersten Knotenpunkt angeschlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1 , weiterhin umfas-
send:
einen dritten Transistor (V3),
eine zweite negative Spannungsquelle (NS2), die ei-
ne zweite Spannung zur Verfügung stellt,
wobei eine Source-Elektrode (V3S) des dritten Tran-
sistors (V3) mit der zweiten negativen Spannungs-
quelle verbunden und eine Drain-Elektrode (V3D)
des dritten Transistors (V3) an den zweiten Knoten-
punkt (N2) angeschlossen ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send:
eine Gleichspannungsquelle (GSQ), wobei eine posi-
tive Seite der Gleichspannungsquelle (GSQ) an den
Steuersignaleingang (110) angeschlossen und eine
negative Seite der Gleichspannungsquelle (GSQ) an
eine Gate-Elektrode (V3G) des dritten Transistors
(V3) angeschlossen ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1-3, wo-
bei der erste Transistor (V4) ein selbstleitender Feld-
effekttransistor ist.

5.  Vorrichtung zur elektronischen Verstärkung ei-
ner Wechselspannung in Gegentaktschaltung, um-
fassend mindestens einen selbstleitenden n-Kanal
Endstufenfeldeffekttransistor (V1) mit einer Source-
Elektrode (V1S), deren Potenzial mit einer Ausgangs-
spannung der Vorrichtung mitschwingt, und einer

Vorrichtung (100) zur Ansteuerung des selbstleiten-
den n-Kanal Endstufenfeldeffekttransistors (V1) nach
einem der vorangehenden Ansprüche.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Vor-
richtung eine dritte Spannungsquelle umfasst, die die
Versorgungsspannung bereitstellt, wobei eine Drain-
Elektrode des selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeld-
effekttransistors mit der dritten Spannungsquelle an-
geschlossen ist und die dritte Spannung um min-
destens eine Größenordnung größer als eine Span-
nungsdifferenz zwischen der ersten Spannung und
der zweiten Spannung ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, wobei die
Drain-Elektrode des ersten Transistors an die Drain-
Elektrode des selbstleitenden n-Kanal Endstufenfeld-
effekttransistors angeschlossen ist.

8.  Integrierter Schaltkreis, wobei der Schaltkreis ei-
ne Vorrichtung nach Anspruch 5, 6, oder 7 umfasst.

9.  Verwendung der Vorrichtung nach Anspruch 5,
6, oder 7 oder des integrierten Schaltkreises nach An-
spruch 8 in einem spannungsgeschalteten Klasse-S
Mikrowellen-Leistungsverstärker.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 108 828 B3    2018.07.05

7/8

Anhängende Zeichnungen
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